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摘 要

本實驗中採用磁控射頻濺鍍法磊晶成長氧化鋅薄膜在矽基板上。薄膜成長條件為在40 mtorr氬氣及氧氣的工作氣體下，以

射頻功率100 W濺射一2英吋氧化鋅靶，改變不同薄膜成長溫度(常溫、300 ℃)進行氧化鋅薄膜成長。將樣品放入石英爐管

中進行退火處理，藉由改變不同退火氣體以及退火溫度，搭配X光繞射儀量測量氧化鋅結晶特性及磊晶方向，並透過場發

式掃描顯微鏡觀察以了解不同成長條件對氧化鋅薄膜表面形貌之影響。利用光致螢光系統(photoluminescence，PL)量測，

以分析探討以不同條件分別成長在矽基板下的氧化鋅薄膜之能隙變化。 由實驗結果得知，在氮氣下，經900 ℃ 退火處理後

，發現薄膜的紫外發光特性為最佳；而在氧氣下，經900 ℃退火處理，可獲得較佳的綠光發光特性。
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